TUNEL DiYOT

* YAPISI :P-N birlesme ylizeyi ¢ok ince olup, kiiguk gerilim uygulamalarinda
bile cok hizli ve yogun bir elektron gecisi saglanmaktadir. Bu nedenledir
ki Tanel Diyot, 10.000 MHz 'e kadar ki cok yiiksek frekans devrelerinde
en cok yiikseltec ve osilator elemani olarak kullanilir.
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Tunel diyodun karakteristik egrisi

e CALISMA PRENSEBI: Karekteristik egrisinde de goriildiigii gibi, tiinel diyoda
uygulanan gerilim Vy degerine gelinceye kadar gerilim buyudikce akim
da artiyor. Gerilim bliyuimeye devam edince, akim A noktasindaki
I; degerinden dismeye bashyor. Gerilim buyiimeye devam ettikce, akim B
noktasinda bir miiddet Iy degerinde sabit kalip sonra C noktasina dogru
artiyor. C noktasi gerilimi V,,, akimi yine I, 'dir. Bu akima "Tepe degeri
akimi" denilmektedir.Gerilimi, V. degerinden daha fazla arttirmamak
gerekir. Aksi halde gecen akim, I; tepe degeri akimini asacagindan diyot
bozulacaktir.I = f(V) egrisinin A-B noktalar: arasindaki egimi negatif olup,
-1/R ile ifade edilmekte ve diyodun bu bolgedeki direnci de negatif direng
olmaktadir.Tunel diyot A-B bolgesinde calistirilarak negatif direng
ozelliginden yararlanilir.Cok yliksek frekansta calisabilir.Gug sarfiyat: ¢cok
dusuktir. Stabil degildir. Negatif direncli olmasi nedeniyle kontrolii
zordur.

¢ KULLANIM ALANLARI :

1. Yiikseltec¢ Olarak Kullamilmasi: Tinel diyot, negatif direnci nedeniyle,
uygun bir baglant: devresinde kaynaktan cekilen akimi arttirmakta,
dolayisiyla bu akimin harcandig: devredeki giiciin yikselmesini
saglamaktadir

2. Osilator Olarak Kullanilmasi:Tunel diyotlardan MHz mertebesinde
osilator olarak yararlanilabilmektedir.Bir tiinel diyot ile osilasyon
saglayabilmek icin negatif direncinin diger rezonans elemanlarinin pozitif
direncinden daha buyuk olmasi gerekir.

3. Tunel Diyodun Anahtar Olarak Kullanilmasi:Tiinel diyodun onemli
fonksiyonlarindan biri de elektronik beyinlerde multivibratorlerde,
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gecikmeli osilatorlerde, flip-flop devrelerinde ve benzeri elektronik
sistemlerde anahtar gorevi gormesidir. Ancak bu gibi yerlerdeki
kullanilma durumlar: daha degisik 6zellik gosterdiginden ayr bir inceleme
konusudur.

SEMBOLU:
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VARIKAP DiYOT

YAPISI : Bir P-N junction diyoda ters yonde gerilim uygulandiginda, temas
yuzeyinin iki tarafinda bir bosluk (nétr bolge) olusur ve aynen bir
kondansator gibi etki gosterir.

KAREKTERISTIGi:
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“Waraktdr kapasitesinin ters won gernlimine gdre dedisimi

CALISMA PRENSIBI : Ters polarizasyon altinda calisan bir diyot cesididir. Ters gerilim altinda
kapasitesi belirli sinirlar arasinda degisen silisyumdan yapilmis diyotlardir. Ayarlanabilir
diyotlar gerek genlik (A.M), gerekse frekans modiilasyonlu (F.M) alici ve vericilerde varyabil
kondansatoriin yerine rahatlkla kullanilabilmektedir. Ayarlanabilir diyotlarin kapasitesi hichir
mekanik eleman olmaksizin elektronik olarak degmistir. Ayarlanabilir diyotlar oldukca
kiicuktlrler. Uglarina uygulanan gerilim degisirse ayarlanabilir diyotun kapasitesi degisir.
Ters polarma gerilimi arttirildiginda bos bolge genisler. Di elektrik kalinhginin (d)
genislemesiyle kapasite C azalir. Ters polarma gerilimi azaltilirsa bos bolge daralir. Di elektrik
kalinhginin daralmasiyla kapasite artar. Gerilim degisimi ile kapasite maksimum/minimum
degisim orani 10/1'e kadar saglanabilir.
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KULLANIM ALANLARI : Uzaktan kontroldi, TV ve FM alici osilatorlerinde, otomatik frekans
kontrolii ve benzeri devrelerde kullanilir. Telekomiinikasyonda basit frekans cogalticilarda,
frekansin 2-3 kat bly(tlilmesi gibi kullanim alanlari vardir.

SEMBOLU:
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SCHOTTKY DiYOT

e YAPISI : Yapisinda metal - yariiletken junction kullanilir. Yari iletken olarak N tipi
silisyum, metal olarak da molibden, platin, krom veya tungsten gibi farkli metaller

kullanilir.
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e KAREKTERISTIGI :

e CALISMA PRENSIBI : Schottky diyotlari nokta temasli diyotlara gore daha saglam
yapidadirlar. iki diyot tipinde de cogunluk tastyicisi elektrondur. N tipi yari iletken ile
metal bir araya geldiginde N tipi yari iletkendeki serbest elektronlar aninda metale
akar ve boylece biylk bir cogunluk tasiyicisi akisi olusur. Enjekte edilen tasiyicilar
metaldeki elektronlara gore cok yliksek kinetik enerjiye sahip olduklarindan bunlara
sicak tasiyicilar da denmektedir.Metale olan blylk elektron akisi jonksiyon ylizeyine
yakin bir yerde tasiyicilari bosaltilmis bir balge olusturur. Metaldeki ek tasiyicilar iki
malzemenin sinirinda metal (izerinde negatif bir duvar olusturur. Netice olarak
silisyum malzemedeki elektronlar, metal ylizeyinde tasiyicisiz bir bélgeyle ve negatif
bir duvarla karsilasir.Schottky diyotu dogru polarmalandigi zaman uygulanan pozitif
gerilimin bolgedeki elektronlar (izerindeki ¢cekiminden dolayi negatif engelin giicii
azalir. Netice olarak diyot iletimdedir. Schottky diyotlari -65 0C'den 150 OC'ye kadar

sicaklik araliginda calismaktadirlar.

e KULLANIM ALANLARI : Distlik gerilimli glic kaynaklari, radar sistemileri, iletisim
cihazlarindaki karistiricilar, dedektdr devreleri, analog-sayisal dénisttricileri ve
yuksek frekansta calisan anahtarlamali giic kaynaklari vardir.




e SEMBOLU:
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e  YAPISI : Ash alasim yoluyla yapilan bir NP jonksiyon diyotudur. Cam veya metal bir koruyucu

icerisine konularak iki ucu disariya cikartilir. Koruyucunun bir taraf, 1s1gin jonksiyon tizerinde

toplanmasini saglayacak sekilde bir mercek ile kapatlmistir.Diyodun devreye baglanmasi

sirasinda firmasinca uclarina konulan isarete dikkat etmek gerekir. Hassas yiizeyi cok kiiclik

oldugundan, 1.-3mA 'den daha fazla ters akima dayanamaz.Asir yiiklemeyi 6nlemek icin, bir
direnc ile koruyucu dnlem alinir. Isik siddeti arttirildikca ters yon akimi da artar.
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*  KAREKTERISTIiGi:
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* CALISMA PRENSIBI: Foto diyot ters polarmali baglandigindan iizerine 1sik gelmedigi
miiddetce calismaz. Bilindigi gibi ters polarma nedeniyle P-N birlesme yiizeyinin iki tarafinda
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yiikli bulunmayan bir nétr bélge olusmaktadir.Sekilde gorildigi gibi birlesme



ylzeyine 1sik gelince, bu 1sigin verdigi eneriji ile kovalan baglarini kiran P bolgesi elektronlari,
gerilim kaynaginin pozitif kutbunun ¢ekme etkisi nedeniyle N bdlgesine ve oradan da N
bolgesi serbest elektronlari ile birlikte kaynaga dogru akmaya baslar.Diger taraftan, kaynagin
negatif kutbundan kopan elektronlar, diyodun P bdlgesine dogru akar.
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* KULLANIM ALANLARI : Pozometrelerde, hirsiz alarm sistemlerinde, tv , muzik seti vs uzaktan
kumanda aletlerinde otomatik acilir kapanir kapi sistemlerinde, otomatik ¢alisan gece
lambalarinda i1sik algilayicisi olarak kullaniimaktadir.
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*  YAPISI: Isikh diyotlar silisyumdan degil, kimyevi madde Gallium’'u iceren yari iletken
karisimlardan elde edilir. Galliumarsenit (GaAs) ve Galliumfosfit(GaP) istenilen renge gére tek
veya Ust Uste tabakalar halinde kullanilabilir.Gallium karisimlarinda yari iletken olarak, kristal
icerisinde N ve P kutuplari olusturulabilir. Her bir elektron hareketi elektromanyetik dalga
meydana getirir. Bunu elektrik devresini her kapathgimizda olusan radyo dalgalarinin
yakinindaki radyo alicisini rahatsiz etmesine benzetebiliriz. Asagida bir 1sikh diyotun
basitlestirilmis sekli goriilmektedir.
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e KAREKTERISTIiGi:




-

Cu cBEakir oksinli divaor ‘oo - k‘
Se:r Selenyumiu divor i Ve l I
Gie: Gormmnamnyuany oieyot B l s '!' l
Si: silikon divot g i § |
o I g il
Maksirmum dogru yon 1 J |Ffjj
awirm yhodesi ey - | LIS
{ B
[ =i
B/
W > o TP | :fl- .f'f
SO — D00 — 00— B0 s 3 = 1) A s
Ters yon —=F T T . T =7 e g mrire = _.__-; L= il
- i -
_'_F_____._.-—-"'_ = gl l
= {
Ca
s ——o
- 008
Se — =}
v 1y

CALISMA PRENSIBI : Led diyot dogru polarma yapilirsa enerji seviyeleri farkli elektron ve
oyuklar birlesebilmek icin enerjilerinin bir kismini vermek zorundadirlar.elektronlar bu
enerijilerini isi ve 151k biciminde ortama verirler. Eger diyot seffaf bir plastik kilifla kaplanirsa
diyot yapisinda elektron oyuk birlesimi sirasinda harcanan eneriji isik seklinde ortama yayilir.
Bizde boylece 1s1g1 gormiis oluruz. Genel olarak kirmizi, sari,yesil olmak lzere (¢ degisik
renkte yapilirlar. Calisma akimlari 5SmA ve 50mA arasindadir. Calisma gerilimleri sirasi ile
kirmizinin 1.5V, sarinin 1,8V, yesilin 2,2V civarindadir. Led diyotlarin verdikleri isik rengi ve
1sigin dalga boyu; yapimlarinda kullanilan katki maddelerinin oranlarina baghdir. Katki
maddeleri ve oranlari degistirilerek istenilen renk ve istenilen dalga boyunda isik veren Led
diyot yapilabilir. Gallium Arsenide (GaAs) katkisi ile gerceklestirilen diyot kirmizi 6tesi yani
gozle goriilmeyen isik veren diyottur. infrared diyot veya kisaca IRED diyot olarak anilir. IRED
diyot barkod cihazlarinda delikli kart okuyucularda infrared uzaktan kontrol sistemlerinde
infrared band dlcmede ve optokuplorlerde kullanihir.

KULLANIM ALANLARI : Ledlerde mavi 1sigin kullanilabilmesi ile RGB (Kirmizi Yesil Mavi)
aydinlatma miimkiin olmus ve bircok sektérde uygulama alani bulmustur. Ozellikle

Aydinlatma, sinyalizasyon ve mimari aydinlatma alanlarinda diger 1sik kaynaklarinin yerini
hizla almaya baslamuslardir. Ledlerin enerji sarfiyatlarindaki diistiklGglintin en 6nemli sebebi
kayiplarinin az olmasidir. Ayrica dmirleri oldukca uzun olan bu diyotlar diger ampuller gibi
flaman tasimadiklarindan dolayi hemen her kosulda sorunsuz kullanilabilirler. Buglin ulasilan
aydinlatma degerleri beyaz renk icin 140 Limen/Watt gibi oldukca ytiksek bir degerle
floresant lambalari gecmis bulunmaktadir, Bazi prototiplerde 180 liimen/watt oranina
ulastimistir. Bogazici Ko prisii'nde 2008 yilinda yapilan i1siklandirmada da LED teknolojisi
kullanilmistir. LEDler (zerlerine, yaydiklari 1sigin frekansi ile ayni veya daha yliksek bir
frekansta isik disurildiigliinde fotodiyot 6zelligi gosterirler. Bu 6zelliklerinden yararlanilarak
elektronik cihazlarda tus olarak da kullanilmaktadirlar.Makinalarda da kullaniilmaktadir.
SEMBOLU :
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Isak yayan diyei (LED)



